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AU S Z E I C H N U N G E N AU S Z E I C H N U N G E N

Vishay-Technologiepreis für hervorragende Ingenieurstudierende

Bereits zum elften Mal wurde im oberfrän-
kischen Selb (hier befindet sich die Euro-
pazentrale von Vishay) der Vishay-Techno-
logiepreis an hervorragende Studierende 
der Bayreuther ingenieurwissenschaftlichen 
Studiengänge verliehen. Die drei Ausge-
zeichneten – Marcel Müller (1. Preis), Maxi-
milian Voigt (2. Preis) und Johanna Distler (3. 

Preis) – durften ein 
Preisgeld von insge-
samt 4.000 Euro in 
Empfang nehmen. 
Mit ihrem Technolo-
giepreis zeigt die Fir-
ma Vishay, wie sehr 
ihr die Förderung 
angehender Inge-
nieure am Herzen 
liegt.

Die Vishay Electro-
nic GmbH mit Sitz in 
Selb und die Fakultät 
für Ingenieurwissen-
schaften der Univer-
sität Bayreuth haben 
s ich gemeinsam 
zum Ziel gesetzt, 
den Wert einer gu-

ten Ausbildung und speziell die Attraktivität 
des Ingenieurberufs nach außen sichtbar 
darzustellen. Dies geschieht nicht zuletzt 
durch den von Vishay gestifteten Techno-
logiepreis, mit dem jährlich hervorragende 
Bayreuther Ingenieurstudierende gewürdigt 
werden und womit ihnen, wie auch anderen 
jungen Menschen signalisiert werden soll, 

dass sich Engagement und gute Leistungen 
im Ingenieurbereich lohnen.

Der Vishay-Technologiepreis war ursprüng-
lich als Auszeichnung der besten studenti-
schen Abschlussarbeit gedacht. Es hat sich 
jedoch herausgestellt, dass die mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen und ingeni-
eurwissenschaftlichen Grundlagen für den 
späteren Berufserfolg besonders wichtig 
sind. Daher wird der Preis an Studierende mit 
besonders guten Leistungen in den Grund-
lagenfächern verliehen. Die Preisträger wer-
den dabei gemeinsam von Firma und Uni-
versität bestimmt. 

Prof. Dr.-Ing. Ralf Moos
Lehrstuhinhaber für Funktionsmaterialien
Fakultät für Ingenieurwissenschaften
Universität Bayreuth
Universitätsstraße 30 / FAN A
95447 Bayreuth
Telefon: 0921 / 55-7400
E-Mail: ralf.moos@uni-bayreuth.de
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Vishay-Technologiepreis-Verleihung im Selber Rathaus im Mai 2018, von 
links: Ulrich Pötzsch (OB Selb), Johanna Distler (3. Preis), Prof.-Dr.-Ing. 
Gerhard Fischerauer, Marcel Müller (1. Preis), Maximilian Voigt (2. Preis), 
Prof. Dr.-Ing. Ralf Moos (alle Universität Bayreuth), Norbert Pieper und 
Werner Gebhardt (beide Vishay).

Taylor & Francis Prize an Bayreuther Pflanzensystematiker vergeben
Mit dem diesjährigen Preis für die herausra-
gende Publikation 2017 im britischen PEER-
reviewed Wissenschaftsmagazin ‚Systema-
tics and Biodiversity‘ wurden jetzt PD Dr. 
Ulrich Meve, Dr. Annemarie Heiduk und Prof. 
Dr. Sigrid Liede-Schumann (Lehrstuhl für 
Pflanzensystematik) ausgezeichnet. Für die-
se einmal im Jahr vergebene Auszeichnung 
des Wissenschaftsverlags Taylor & Francis 
wurde ihr Beitrag ‚Origin and early evolution 
of Ceropegieae (Apocynaceae-Asclepiadoi-
deae)‘ in ‚Systematics and Biodiversity 15(2): 
143-155‘ (siehe auch: https://doi.org/10.108
0/14772000.2016.1238019) (aus)gewählt. 

Der Preis ist mit BP 500 dotiert. Der gewür-
digte Original-Beitrag ist für ein Jahr vom 
Verlag online frei zugänglich gemacht wor-
den. Die Preisvergabe wurde im Mai 2018 im 
Magazin veröffentlicht: https://doi.org/10.10
80/14772000.2018.1461483.

Die Publikation befasst sich mit der geogra-
phischen Herkunft und der Evolution einer 
besonders polymorphen Gruppe der Apocy-

naceae-Asclepiado-
ideae (Schwalben-
wurzgewächse), die 
vor allem durch Suk-
kulenten in Ost- und 
Südafrika sowie auf-
fällige Fliegenblu-
men wie Ceropegia 
(Leuchterblumen) 
und Stapelia (Aas-
blumen) bekannt 
ist. Die Ursprünge 
dieser artenreichen 
Verwandtschaft liegen jedoch in Asien, von 
wo aus Afrika und Arabien besiedelt wurden, 
wie die auf die basalen (Schwester-) Grup-
pen fokussierten Untersuchungen gezeigt 
haben. Die asiatischen Urahnen der vielen 
trockenadaptierten, afrikanischen Sippen 
dürften damit lianenartige Tropenwaldbe-
wohner gewesen sein, die heute noch mit 
einigen wenigen Nachfahren im indomalay-
ischen Raum vertreten sind.
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Lehrstuhl Mechatronik belegt Platz 1 bei ‚Infineons Incredicle SiC Race‘
Dipl.-Phys. Stefan Hain und M.Sc. Patrick Hofstetter gewinnen einen weltweiten Wettbewerb
Von Stefan Hain und Patrick Hofstetter

„Ready, SiC, Go!” Dieses Infineon-
Rennen ist kein gewöhnliches – es 
geht nicht um die schnellsten Bei-
ne, sondern um die hellsten Köpfe 
und besten Ideen. Der von Infi-
neon Austria initiierte, weltweite 
Wettbewerb ‚Infineon`s Incredible 
SiC Race‘ ist ein neuer Ansatz, inno-
vative Ideen zum Thema ‚moderne 
Leistungshalbleiter‘ zu gewinnen. 
Im Mittelpunkt steht dabei das 
neue Halbleitermaterial Silizium-
karbid, welches als wide-band-
gap Material dem herkömmlichen 
Silizium in vielen Aspekten weit 
überlegen ist. Der Zieleinlauf fand 
nun bei Infineon in Villach statt.

Teilnehmer aus zwölf Nationen 
und 20 Universitäten
65 Studierende, Doktoranden 
und Doktoren aus zwölf Nationen 
– unter anderem aus Österreich, 
Italien, Deutschland, Dänemark, 
USA, China und Brasilien – und 
von mehr als 20 Universitäten 
waren vom 26. Februar bis 2. März 2018 zu 
Gast bei Infineon. Eine ganze Woche lang 
besuchten die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer – im Rahmen einer ‚WinterSchool‘ 
– Vorlesungen von internationalen Exper-
tinnen und Experten zu Siliziumkarbid. Und 
sie hatten die Möglichkeit, Infineon und 
Kärnten näher kennenzulernen. Die Ge-
winner des ‚SiC Race‘-Wettbewerbs wurden 
gekürt und kommen von der Universität 
Bayreuth aus Deutschland!

Schnelle Kurzschlussdetektion erlaubt 
Leistungssteigerung
Mit ihrer innovativen Idee zur Leistungsstei-
gerung von SiC-Halbleitern konnte sich das 
Team der Universität Bayreuth gegenüber 
den anderen Finalisten aus China und den 
USA durchsetzen. Dabei ist die Grundidee 
sehr einfach, wie es Dipl.-Phys. Stefan Hain, 
Doktorand am Lehrstuhl Mechatronik, be-
schreibt: „Heute verfügbare SiC-MOSFETs 
sind in ihrer Eigenschaft, den Strom verlust-
arm leiten zu können, sehr eingeschränkt, 
da die Halbleiter so aufgebaut werden 
müssen, dass diese auch den hohen Fehler-
strom in einem Kurzschlussereignis für ei-
nige Mikrosekunden aushalten können, bis 
eine entsprechende Detektionsschaltung 
reagiert. Dadurch kann das Potential, das 
ein SiC-Halbleiter bietet, nicht vollständig 
ausgeschöpft werden." 

Die Lösung für dieses Problem, welche am 
28. Februar der vierköpfigen Jury von Infine-
on vorgestellt wurde, besteht dabei aus einer 
extrem schnellen Kurzschlussdetektionsme-
thode, welche in der Lage ist, den Fehlerfall 
bereits nach wenigen Nanosekunden zu de-
tektieren und den Halbleiter abzuschalten, 
wodurch die Kurzschlussbelastung für den 
Transistor stark reduziert wird. Dies ermög-
licht den Halbleiterherstellern wie Infineon 
Technologies, hocheffiziente SiC-Halbleiter 
zu fertigen, da der Kurzschlussschutz nicht 
mehr durch den Halbleiter, sondern vollstän-
dig von der neuen 2D-Detektionsmethode 
übernommen wird. Diese Idee der Effizienz-
steigerung belohnte Infineon beim interna-
tionalen ‚SiC Race‘-Wettbewerb mit dem 1. 
Platz, einem Preisgeld von 2.000 Euro und ei-
ner zukünftigen Kooperation, in der erarbei-
tet wird, wie die neuartige 2D-Kurzschluss-
detektionsmethode in den Treiberbaustein 
von Infineon integriert werden kann. 

Innovative Köpfe sollen neuen Wind zu 
Infineon bringen
Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende 
von Infineon Austria, sagt: „Infineon Villach 
arbeitet als wesentlicher Entwicklungs- und 
Innovationsstandort im Konzern bereits seit 
längerem mit neuen Halbleiter-Technologi-
en. Wir sehen in diesem Bereich ein enormes 
Wachstumspotenzial und der Konzern setzt 

mit einem globalen Kompetenz-
zentrum für neue Halbleiterma-
terialien auf Villach. Dazu gehört 
es auch, sich als Unternehmen 
frischen Input und neue Ideen ‚out 
of the box‘ zu holen. Mit außerge-
wöhnlichen Aktivitäten wie etwa 
dem ‚SiC Race‘ bringen wir innova-
tive Köpfe und Ideen zusammen.“

Experten aus aller Welt
Die Expertinnen und Experten auf 
dem Gebiet der Siliziumkarbid-
Forschung sind James A. Cooper 
von der Purdue Universität in San-
ta Fe (USA), Tsunenobu Kimoto 
von der Universität in Kyoto (Ja-
pan), Ulrike Grossner von der ETH 
Zürich (Schweiz) sowie Josef Lutz 
von der TU Chemnitz (Deutsch-
land). Alle vier waren in Villach und 
hielten Vorträge im Rahmen der 
‚WinterSchool‘.

Globales Kompetenzzentrum in 
Villach

Der Infineon-Konzern setzt auf ein glo-
bales Kompetenzzentrum für Forschung, 
Entwicklung und Fertigung von Silizium-
karbid-Halbleitern in Villach. Diese Energie-
sparchips bilden die Grundlage für höchst 
effiziente, kleinere und leichtere System-
lösungen bei der Energiewandlung oder 
in der Elektromobilität. Aktuell werden die 
SiC-Energiesparchips von Infineon bereits in 
Schnellladestationen für Elektroautos oder 
Photovoltaikanlagen eingesetzt.
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E-Mail: stefan.hain@uni-bayreuth.de

Lehrstuhl Mechatronik
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr.-Ing. Mark-M. Bakran
Fakultät für Ingenieurwissenschaften
Universität Bayreuth
Universitätsstraße 30 / NW III
95447 Bayreuth
www.mechatronik.uni-bayreuth.de
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Die Gewinner des Infineon SiC-Race: Dipl.-Phys. Stefan Hain (l.) und M.Sc. 
Patrick Hofstetter vor dem Messschrank, in welchem die ausgezeichnete 
Kurzschlussdetektionsschaltung aufgebaut und getestet wurde.


